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[1,2-b:8,7-b ']ジチオフェン (PDT) の効率的な合成法を開発した。さらに，ファスナー効果による移動
度の向上を目的として，アルキル誘導体 (Cn-PDT) の合成にも成功した。合成した化合物の分光・電気
化学特性などの物理化学特性を調査し，Cn-PDT は深い HOMO レベルを有し，大気安定性に優れてい
ることが分かった。さらに，FET 素子へと応用したところ，高誘電率の絶縁膜上に C12-PDT を用いて
作製した素子において，最大移動度 2.19 cm2 V−1 s−1 と極めて高い値を達成した。また，アルキル鎖長と
移動度の相関に関しては，原子間力顕微鏡 (AFM) および面外 X 線回折 (XRD) 測定により解明した。 
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フェナントロジチオフェン (PDT) 誘導体の合成および構造－特性相関の調査 
 高性能な有機半導体材料を開発するためには，硫黄原子を導入する位置が極めて重要である。本研究で
は，PDT の構造異性体であるフェナントロ[2,1-b:7,8-b ']ジチオフェン (PDT-2) とそのドデシル誘導体 
(C12-PDT-2) の合成をおこない，理論計算による電子状態や基礎物性などの調査をおこなった。その結果，
C12-PDT-2 の電子状態は C12-PDT とは異なっており，C12-PDT-2 の HOMO の軌道の形状は，C14-ピセ
ンに類似していることがわかった。さらに，C12-PDT-2 を FET 素子へと応用した結果，PZT 絶縁膜上に













Si/SiO2 基板上に FET 素子を作製した結果，C8-PiDT において最大移動度 2.36 cm2 V−1 s−1 と極めて高い
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ジベンゾ[2,3-d:2’,3’-d’]アントラ[1,2-b:5,6-b’]ジチオフェン (DBADT) とその誘導体の合成および置換基
がトランジスタ特性に及ぼす影響 
 低電圧駆動を達成するためには，有機半導体材料の HOMO レベルを素子の電極として用いる金の仕事





2-チエニル基を導入した DBADT 誘導体 C8Th-DBADT において，最も適した HOMO レべルを有する
ことを明らかにした。さらに，FET 素子へと応用した結果，フェニル基を導入した Ph-DBADT-2 におい
て最大移動度 1.29 cm2 V−1 s−1 と高い値を示し，また，C8Th-DBADT については，しきい電圧が −5 V と
低電圧駆動を達成することができた。さらに，置換基の種類や導入位置により分子配向を制御できること
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